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요약

본 발명은 데이터라인의 수를 줄임과 아울러 적어도 하나 이상의 게이트라인을 통과하여 다른 게이트라인에 소오스

전극이 접속될 때 라인저항을 최소화할 수 있도록 한 액정표시장치에 관한 것이다.

본 발명의 액정표시장치는 게이트라인들 및 데이터라인들의 교차부마다 형성되는 액정셀들과; 액정셀들을 구동하기 

위하여 액정셀들 각각에 형성되는 적어도 하나 이상의 박막트랜지스터들과; i(i는 자연수)번째 수평라인에 형성됨과 

아울러 액정셀들 각각에 형성된 박막트랜지스터들 중 어느 하나로부터 신장되고, 적어도 하나 이상의 게이트라인을 

경유하여 i번째 수평라인 이외의 다른 수평라인을 이루는 게이트라인과 접속되는 소오스돌출부와; 소오스돌출부와 

접속되기 위하여 다른 수평라인을 이루는 게이트라인으로부터 신장되도록 형성되는 게이트돌출부를 구비한다.

대표도

도 7

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 액정표시장치를 나타내는 도면.

도 2는 본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치를 나타내는 도면.

도 3은 도 2에 도시된 게이트 드라이버에 의해 게이트라인들로 공급되는 게이트신호를 나타내는 파형도.

도 4는 본 발명의 다른 실시예에 의한 액정표시장치를 나타내는 도면.
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도 5 및 도 6은 도 2에 도시된 박막트랜지스터들의 구조를 나타내는 단면도.

도 7은 소오스돌출부와 게이트돌출부의 접속과정을 나타내는 제 1실시예의 도면.

도 8a 및 8b는 도 7에 도시된 Ⅷ-Ⅷ'를 절취하여 나타내는 단면도.

도 9는 소오스돌출부와 게이트돌출부의 접속과정을 나타내는 제 2실시예의 도면.

도 10a 및 10b는 도 9에 도시된 Ⅹ-Ⅹ'를 절취하여 나타내는 단면도.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >

2,20 : 액정패널 4,22 : 데이터 드라이버

6,24 : 게이트 드라이버 10,12 : 액정셀

14,16 : 스위칭부 60,86 : 접촉홀

70,80 : 소오스돌출부 72,82 : 게이트돌출부

74,86 : 연결부 101,130 : 기판

102,132 : 게이트절연막 106,134 : 게이트전극

108,136 : 소스전극 110,138 : 드레인전극

112,148 : 보호막 114,116,140,146 : 반도체층

118,142 : 드레인 접촉홀 120,144 : 화소전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로 특히, 데이터라인의 수를 줄임과 아울러 적어도 하나 이상의 게이트라인을 통

과하여 다른 게이트라인에 소오스전극이 접속될 때 라인저항을 최소화할 수 있도록 한 액정표시장치에 관한 것이다.

액정표시장치는 전계를 이용하여 액정의 광 투과율을 조절함으로써 화상을 표시하게 된다. 이를 위하여, 액정표시장

치는 화소 매트릭스를 가지는 액정패널과 액정패널을 구동하기 위한 구동회로를 구비한다. 구동회로는 화상정보가 

표시패널에 표시되도록 화소 매트릭스를 구동하게 된다.

도 1은 종래의 액정표시장치를 나타내는 도면이다.

도 1을 참조하면, 종래의 액정표시장치는 액정패널(2)과, 액정패널(2)의 데이터라인들(DL1 내지 DLm)을 구동하기 

위한 데이터 드라이버(4)와, 액정패널(2)의 게이트라인들(GL1 내지 GLn)을 구동하기 위한 게이트 드라이버(6)를 구

비한다.

액정패널(2)은 게이트라인들(GL1 내지 GLn)과 데이터라인들(DL1 내지 DLm)의 교차부에 각각 형성된 박막 트랜지

스터(TFT)와, 박막 트랜지스터(TFT)에 접속되고 매트릭스 형태로 배열되어진 액정셀들을 구비한다.

게이트 드라이버(6)는 도시되지 않은 타이밍 제어부로부터의 제어신호에 따라 게이트 라인들(GL1 내지 GLn)에 순차

적으로 게이트신호를 공급한다. 데이터 드라이버(4)는 타이밍 제어부로부터 공급되는 데이터(R,G,B)를 아날로그 신
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호인 비디오신호로 변환하여 게이트라인들(GL1 내지 GLn)에 게이트신호가 공급되는 1수평주기마다 1수평라인분의 

비디오신호를 데이터라인들(DL1 내지 DLm)로 공급한다.

박막 트랜지스터(TFT)는 게이트라인(GL1 내지 GLn)으로부터의 게이트신호에 응답하여 데이터라인(DL1 내지 DLm

)으로부터의 데이터를 액정셀로 공급한다. 액정셀은 액정을 사이에 두고 대면하는 공통전극과, 박막 트랜지스터(TFT

)에 접속된 화소전극으로 구성되므로 등가적으로 액정 캐패시터(Clc)로 표시될 수 있다. 이러한 액정셀은 액정 캐패

시터(Clc)에 충전된 데이터전압을 다음 데이터전압이 충전될 때 까지 유지시키기 위하여 이전단 게이트라인에 접속된

스토리지 캐패시터(도시되지 않음)를 포함한다.

이와 같은 종래의 액정표시장치의 액정셀들은 게이트라인들(GL1 내지 GLn)과 데이터라인들(DL1 내지 DLm)의 교

차부에 각각 위치되기 때문에 데이터라인들(DL1 내지 DLm)의 수만큼(즉 m개) 수직라인을 형성한다. 다시 말하여, 

액정셀들은 m개의 수직라인 및 n개의 수평라인을 이루도록 매트릭스 형태로 배치된다.

여기서 알수 있듯이, 종래에는 m개의 수직라인의 액정셀들을 구동하기 위하여 m개의 데이터라인들(DL1 내지 DLm)

을 필요로한다. 따라서, 종래에는 액정패널(2)을 구동하기 위하여 다수의 데이터라인들(DL1 내지 DLm)이 형성되고, 

이에 따라 공정시간 및 제조비용이 낭비되는 단점이 있다. 또한, m개의 데이터라인들(DL1 내지 DLm)을 각각을 구동

하기 위하여 데이터 드라이버(4) 내에 많은 수의 데이터 드라이버 집적회로(Integrated Circuit : 이하 'IC'라 함)가 포

함되어야 하므로 많은 제조비용이 소모되어야 하는 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 데이터라인의 수를 줄임과 아울러 적어도 하나 이상의 게이트라인을 통과하여 다른 게이트

라인에 소오스전극이 접속될 때 라인저항을 최소화할 수 있도록 한 액정표시장치를 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 액정표시장치는 게이트라인들 및 데이터라인들의 교차부마다 형성되는 액정

셀들과; 액정셀들을 구동하기 위하여 액정셀들 각각에 형성되는 적어도 하나 이상의 박막트랜지스터들과; i(i는 자연

수)번째 수평라인에 형성됨과 아울러 액정셀들 각각에 형성된 박막트랜지스터들 중 어느 하 나로부터 신장되고, 적어

도 하나 이상의 게이트라인을 경유하여 i번째 수평라인 이외의 다른 수평라인을 이루는 게이트라인과 접속되는 소오

스돌출부와; 소오스돌출부와 접속되기 위하여 다른 수평라인을 이루는 게이트라인으로부터 신장되도록 형성되는 게

이트돌출부를 구비한다.

상기 소오스돌출부는 박막트랜지스터들의 소오스전극 및 드레인전극과 동일 물질로 형성된다.

상기 소오스돌출부는 Mo으로 형성된다.

상기 게이트돌출부는 박막트랜지스터들의 게이트전극과 동일 물질로 형성된다.

상기 게이트돌출부는 AlNd로 형성된다.

상기 게이트돌출부는 i+2번째 수평라인을 이루는 게이트라인으로부터 신장된다.

상기 게이트돌출부 및 소오스돌출부를 전기적으로 접속시키기 위한 연결부를 구비한다.

상기 연결부는 게이트돌출부의 길이가 최대한 신장될 수 있도록 i+1번째 수평라인을 이루는 게이트라인과 중첩되도

록 형성된다.

상기 연결부는 i+2번째 수평라인에 형성된다.

상기 연결부는 게이트돌출부의 길이가 최대한 신장될 수 있도록 i+1번째 수평라인을 이루는 게이트라인과 인접되도

록 형성된다.

상기 연결부는 액정셀에 형성된 화소전극과 동일물질로 형성된다.
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상기 연결부는 인듐-틴-옥사이드(Indium-Tin-Oxide : ITO), 인듐-징크-옥사이드(Indium-Zinc-Oxide : IZO) 및 

인듐-틴-징크-옥사이드(Indium-Tin-Zinc-Oxide : ITZO) 중 어느 하나로 형성된다.

상기 연결부는 상기 소오스돌출부상에 소오스돌출부와 접속되도록 형성되고, 게이트돌출부는 접촉홀을 통하여 연결

부와 접속된다.

상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 특징들은 첨부도면을 참조한 실시예에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나

게 될 것이다.

이하 도 2 내지 도 10을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하기로 한다.

도 2는 본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치를 나타내는 도면이다.

도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치는 액정패널(20)과, 액정패널(20)의 데이터라인들(DL1 내지

DLm/2)을 구동하기 위한 데이터 드라이버(22)와, 액정패널(20)의 게이트라인들(GL1 내지 GLn)을 구동하기 위한 게

이트 드라이버(24)를 구비한다.

액정패널(20)은 게이트라인들(GL1 내지 GLn)과 데이터라인들(DL1 내지 DLm/2)의 교차부에 형성된 제 1액정셀(10

) 및 제 2액정셀(12)들과, 제 1액정셀(10)들 각각에 형성되어 제 1액정셀(10)을 구동시키기 위한 제 1스위칭부(14) 

및 제 2액정셀(12)들 각각에 형성되어 제 2액정셀(12)을 구동시키기 위한 제 2스위칭부(16)를 구비한다. 제 1 및 제 

2액정셀(10,12)들은 액정을 사이에 두고 대면하는 공통전극과, 제 1스위칭부(14) 및 제 2스위칭부(16)에 각각 접속

되는 화 소전극으로 구성되므로 등가적으로 액정 캐패시터(Clc)로 표시될 수 있다. 여기서, 제 1 및 제 2액정셀(10,12

)들은 액정 캐패시터(Clc)에 충전된 데이터전압을 다음 데이터전압이 충전될 때 까지 유지시키기 위하여 이전단 게이

트라인에 접속된 스토리지 캐패시터(도시되지 않음)를 포함한다.

제 1액정셀(10) 및 제 1스위칭부(14)는 데이터라인(DL)의 좌측, 즉 기수번째 수직라인에 형성된다. 제 2액정셀(12) 

및 제 2스위칭부(16)는 데이터라인(DL)의 우측, 즉 우수번째 수직라인에 형성된다. 다시 말하여, 제 1액정셀(10) 및 

제 2액정셀(12)은 하나의 데이터라인(DL)을 사이에 두고 좌/우측에 형성된다. 이때, 제 1액정셀(10) 및 제 2액정셀(1

2)은 인접되게 위치된 데이터라인(DL)으로부터 비디오신호를 공급받는다. 즉, 본 발명의 실시예에 의한 액정표시장

치에 의하면 도 1에 도시된 종래의 액정표시장치에 비하여 데이터라인(DL)의 수가 절반으로 줄어들게 된다.

한편, 본 발명에서 제 1액정셀(10) 및 제 2액정셀(12)의 위치는 도 4와 같이 변경될 수 있다. 즉, 도 4와 같이 제 1액

정셀(10) 및 제 1스위칭부(14)는 데이터라인(DL)의 우측에 형성되고, 제 2액정셀(12) 및 제 2스위칭부(16)는 데이터

라인(DL)의 좌측에 형성된다. 다시 말하여, 제 1액정셀(10) 및 제 1스위칭부(14)는 우수번째 수직라인에 형성되고, 

제 2액정셀(12) 및 제 2스위칭부(16)는 기수번째 수직라인에 형성되게 된다.

i(i는 자연수) 번째 수평라인에 위치된 제 1액정셀(10)을 구동시키기 위한 제 1스위칭부(14)는 제 1 및 제 2박막 트랜

지스터(TFT1,TFT2)를 구비한다. 제 1박 막 트랜지스터(TFT1)의 게이트단자는 i번째 게이트라인(GLi)에 접속되고, 

소오스단자는 i+2번째 게이트라인(GLi+2)에 접속된다. 제 2박막 트랜지스터(TFT2)의 게이트단자는 제 1박막 트랜

지스터(TFT1)의 드레인단자에 접속되고, 소오스단자는 인접된 데이터라인(DL)에 접속된다. 그리고, 제 2박막 트랜

지스터(TFT2)의 드레인단자는 제 1액정셀(10)에 접속된다. 이와 같은 제 1스위칭부(14)는 i번째 게이트라인(GLi) 및

i+2번째 게이트라인(GLi+2)에 구동신호가 공급될 때 제 1액정셀(10)로 비디오신호를 공급하게 된다.

i번째 수평라인에 위치된 제 2액정셀(12)을 구동시키기 위한 제 2스위칭부(16)는 제 3박막 트랜지스터(TFT3)을 구

비한다. 제 3박막 트랜지스터(TFT3)의 게이트단자는 i번째 게이트라인(GLi)에 접속되고, 소오스단자는 인접된 데이

터라인(DL)에 접속된다. 그리고, 제 3박막 트랜지스터(TFT3)의 드레인단자는 제 2액정셀(12)에 접속된다. 이와 같은

제 2스위칭부(16)는 i번째 게이트라인(GLi)에 구동신호가 공급될 때 제 2액정셀(12)로 비디오신호를 공급하게 된다.

데이터 드라이버(22)는 타이밍제어부로부터 공급되는 데이터(R,G,B)를 아날로그 신호인 비디오신호로 변환하여 데

이터라인들(DL1 내지 DLm/2)에 공급한다. 이때, 도 1에 도시된 종래의 액정표시장치에 비하여 데이터라인들(DL1 

내지 DLm/2)의 수가 절반으로 감소되었기 때문에 데이터 드라이버(22)에 포함되는 데이터 드라이버 IC의 수도 절반

으로 감소된다.

게이트 드라이버(24)는 도시되지 않은 타이밍제어부로부터 공급되는 제어신 호에 따라 도 3과 같이 게이트라인들(G

L1 내지 GLn) 각각에 제 1게이트신호(SP1) 및 제 2게이트신호(SP2)를 공급한다. 여기서, 제 2게이트신호(SP2)는 제

1게이트신호(SP1) 보다 넓은 폭을 갖도록 설정된다.

한편, 게이트 드라이버(24)는 i번째 게이트라인(GLi)에 공급되는 제 2게이트신호(SP2)와 i+2번째 게이트라인(GLi+
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2)에 공급되는 제 1게이트신호(SP1)가 제 1기간(TA)동안 중첩되게 공급한다. 이때, 제 2게이트신호(SP2)의 폭이 제 

1게이트신호(SP1)의 폭보다 넓게 형성되어 있기 때문에 제 1기간(TA)에 이은 제 2기간(TB)에는 제 2게이트신호(SP

2)와 제 1게이트신호(SP1)가 중첩되지 않는다.

다시 말하여, 제 i번째 게이트라인(GLi)에 공급되는 제 2게이트신호(SP2)는 i+2번째 게이트라인(GLi+2)에 공급되는

제 1게이트신호(SP1)와 동시에 공급된다. 따라서, 제 1기간(TA) 동안 제 i번째 게이트라인(GLi)에 공급되는 제 2게

이트신호(SP2)는 i+2번째 게이트라인(GLi+2)에 공급되는 제 1게이트신호(SP1)가 중첩되게 공급된다. 이후, 제 1기

간(TA)의 이은 제 2기간(TB) 동안에는 i번째 게이트라인(GLi)에 제 2게이트신호(SP2) 만이 공급된다.

i번째 수평라인에 위치된 액정셀들(10,12)로 비디오신호가 공급되는 과정을 상세히 설명하면, 먼저 제 1기간(TA) 동

안 i번째 게이트라인(GLi)에 제 2게이트신호(SP2)가 공급됨과 아울러 i+2번째 게이트라인(GLi+2)에 제 1게이트신

호(SP1)가 공급된다. i+2번째 게이트라인(GLi)으로 공급된 제 1게이트신호(SP1)는 제 1박막트랜지스터(TFT1)의 

소오스단자로 공급된다. 이때, i번째 게이트라인(GLi)에 공급되는 제 2게이트신호(SP2)에 의해 제 1박막 트랜지스터(

TFT1)가 턴-온되기 때문에 제 1박막 트랜지스터(TFT1)의 소오스단자로 공급된 제 1게이트신호(SP1)는 제 2박막 

트랜지스터(TFT2)의 게이트단자로 공급되어 제 2박막 트랜지스터(TFT2)를 턴-온시킨다. 제 2박막 트랜지스터(TF

T2)가 턴-온되면 데이터라인(DL)으로 공급되는 제 1비디오신호(DA)가 제 2박막 트랜지스터(TFT2)를 경유하여 제 

1액정셀(10)로 공급된다.

이어서, i번째 게이트라인(GLi)에 제 2게이트신호(SP2)만이 공급되는 제 2기간(TB)에는 제 3박막 트랜지스터(TFT3

)가 턴-온된다. 제 3박막 트랜지스터(TFT3)가 턴-온되면 데이터라인(DL)으로 공급되는 제 2비디오신호(DB)가 제 3

박막 트랜지스터(TFT3)를 경유하여 제 2액정셀(12)로 공급된다.

한편, 실질적으로 제 2액정셀(12)은 제 1기간(TA) 동안에도 제 2게이트신호(SP2)를 공급받기 때문에 제 1기간(TA)

동안 제 1비디오신호(DA)를 차징하게 된다. 하지만, 제 1기간(TA)이어지는 제 2기간(TB)동안 제 2비디오신호(DB)

를 공급받기 때문에 제 2액정셀(12)에는 원하는 비디오신호(DB)가 차징될 수 있다.

한편, 도 2 및 도 4에 도시된 박막트랜지스터들(TFT)은 도 5와 같이 형성된다.

도 5를 참조하면, 박막트랜지스터들(TFT)은 하부기판(101) 상에 형성되는 게이트전극(106)과, 게이트전극(106)과 

상이한 층에 형성되는 소스전극(108) 및 드레인전극(110)을 구비한다. 여기서, 드레인전극(110)은 드레인 접촉홀(11

8)을 통해 화소전극(120)과 접속되도록 형성된다.(TFT2 및 TFT3의 경우)(실질적으로 드레인전극(110)은 화소전극

(120) 또는 인접된 박막 트랜지스터(TFT)에 접속된다.)

게이트전극(106)과 소스전극(108) 및 드레인전극(110) 사이에는 도통채널을 형성하기 위한 반도체층(114,116)이 

형성된다. 여기서, 반도체층(114,116)은 활성층(114)과, 활성층(114)과 소스전극(108) 및 활성층(114)과 드레인전

극(110) 사이에 형성되는 오믹접촉층(116)을 구비한다. 활성층(114)은 불순물이 도핑되지 않은 비정질실리콘으로 형

성되고, 오믹접촉층(116)은 N형 또는 P형 불순물이 도핑된 비정질실리콘으로 형성된다. 이와 같은 반도체층(114,11

6)은 게이트전극(106)에 전압이 공급될 때 소스전극(108)에 공급된 전압을 드레인전극(110)으로 공급한다. 게이트전

극(106)과 반도체층(114,116) 사이에는 게이트절연막(102)이 형성된다. 그리고, 소스전극(108) 및 드레인전극(110)

상에는 보호막(112)이 형성된다.(5Mask 사용)

이와 같은 본 발명의 실시예들에 포함된 박막 트랜지스터(TFT)의 소스전극(108)과 드레인전극(110)은 반도체층(11

4,116)과 서로 상이한 마스크로 형성된다. 따라서, 소스전극(108) 및 드레인전극(110)은 반도체층(114,116)과 서로 

상이한 패턴을 갖는다. 도 5에서 게이트전극(106)은 AlNd로 형성되고, 소스전극(108) 및 드레인전극(110)은 Cr으로

형성된다. 따라서, 게이트전극(106)의 저항이 소스전극(108) 및 드레인전극(110)의 저항보다 낮게 설정된다.

한편, 도 2 및 도 4에 도시된 박막트랜지스터들(TFT)은 도 6과 같이 형성될 수 있다.

도 6을 참조하면, 박막트랜지스터들(TFT)은 하부기판(130) 상에 형성되는 게이트전극(134)과, 게이트전극(134)과 

상이한 층에 형성되는 소스전극(136) 및 드레 인전극(138)을 구비한다. 여기서, 드레인전극(138)은 드레인 접촉홀(1

42)을 통해 화소전극(144)과 접속되도록 형성된다.(TFT2 및 TFT3의 경우)(실질적으로 드레인전극(138)은 화소전

극(144) 또는 인접된 박막 트랜지스터(TFT)에 접속된다.)

게이트전극(134)과 소스전극(136) 및 드레인전극(138) 사이에는 도통채널을 형성하기 위한 반도체층(140,146)이 

형성된다. 여기서, 반도체층(140,146)은 활성층(140)과, 활성층(140)과 소스전극(136) 및 활성층(140)과 드레인전

극(138) 사이에 형성되는 오믹접촉층(146)을 구비한다. 활성층(140)은 불순물이 도핑되지 않은 비정질실리콘으로 형

성되고, 오믹접촉층(146)은 N형 또는 P형 불순물이 도핑된 비정질실리콘으로 형성된다. 이와 같은 반도체층(140,14

6)은 게이트전극(134)에 전압이 공급될 때 소스전극(136)에 공급된 전압을 드레인전극(138)으로 공급한다. 게이트전
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극(134)과 반도체층(140,146) 사이에는 게이트절연막(132)이 형성된다. 그리고, 소스전극(136) 및 드레인전극(138)

상에는 보호막(148)이 형성된다.(4Mask 사용)

이와 같은 본 발명의 실시예들에 포함된 박막 트랜지스터(TFT)의 소스전극(136)과 드레인전극(138)은 반도체층(14

0,146)과 동일 마스크로 형성된다. 도 6에서 게이트전극(134)은 AlNd로 형성되고, 소스전극(136) 및 드레인전극(13

8)은 Mo으로 형성된다. 따라서, 게이트전극(134)의 저항이 소스전극(136) 및 드레인전극(138)의 저항보다 낮게 설

정된다.

이와 같은 본 발명에서 제 1스위칭부(14)에 포함된 제 1박막트랜지스터(TFT1)의 소오스단자는 적어도 하나 이상의 

게이트라인(GL)을 경유 하여 다른 수평라인에 형성된 게이트라인(GL)과 접속된다. 다시 말하여, i번째 수평라인에 형

성된 제 1박막트랜지스터(TFT1)의 소오스단자는 i번째 및 i+1번째 게이트라인(GLi,GLi+1)을 경유하여 i+2번째 게

이트라인에 접속된다. 여기서, 소오스단자는 도 7과 같이 게이트라인에 접속된다.

도 7을 참조하면, i번째 수평라인에 형성된 제 1박막 트랜지스터(TFT1)의 소오스단자는 적어도 하나 이상의 게이트

라인(GLi,GLi+1)을 경유하여(전기적으로 절연) 다른 수평라인에 형성된 게이트라인(GLi+2)과 접속된다. 여기서, 제

1박막 트랜지스터(TFT1)의 소오스단자에서는 다른 수평라인에 형성된 게이트라인(GLi+2)과 전기적으로 접속되기 

위하여 소오스돌출부(70)가 신장된다. 그리고, 소오스돌출부(70)와 전기적으로 접속되는 게이트라인(GLi+2)에는 소

오스돌출부(70)와 접속되도록 게이트돌출부(72)가 신장된다.

게이트라인(GL)들 및 게이트돌출부(72)는 게이트전극(106,134)과 동시에 형성된다. 따라서, 게이트라인(GL)들 및 

게이트돌출부(72)는 낮은 저항을 가지는 AlNd로 형성된다. 그리고, 제 1박막 트랜지스터(TFT1)의 소오스단자에 접

속된 소오스돌출부(70)는 소스전극(108,136) 및 드레인전극(110,138)과 동시에 형성된다. 따라서, 소오스돌출부(70

)는 게이트라인(GL)보다 높은 저항을 가지는 Cr 또는 Mo으로 형성된다.

도 8a는 도 5와 같이 라인들이 5Mask로 형성되는 경우의 단면도를 나타낸다.

도 7 및 도 8a에서 i번째 수평라인에 위치된 제 1박막 트랜지스터(TFT1)의 소오스단자로부터 신장된 소오스돌출부(

70) 및 i+2번째 게이트라인(GL)으로부터 신 장된 게이트돌출부(72)는 연결부(74)에 의하여 전기적으로 접속된다. 

여기서, 연결부(74)는 화소전극(120)과 동시에 형성된다.(화소전극과 동일물질)(여기서, 화소전극은 투명물질, 예를 

들면, 인듐-틴-옥사이드(Indium-Tin-Oxide : ITO), 인듐-징크-옥사이드(Indium-Zinc-Oxide : IZO) 또는 인듐-틴

-징크-옥사이드(Indium-Tin-Zinc-Oxide : ITZO)로 형성된다.) 연결부(74)는 소오스돌출부(70)와 전기적으로 접속

되고, 접촉홀(60)을 통하여 게이트돌출부(72)에 접속된다. 그리고, 연결부(74)는 i+1번째 게이트라인(GLi+1)과 중

첩되도록 위치된다. 다시 말하여, 연결부(74)는 i+1번째 게이트라인(GLi+1)과 중첩되게 위치되어 i+2번째 게이트라

인(GLi+2)으로부터 신장된 게이트돌출부(72)와 제 1박막트랜지스터(TFT)로부터 신장된 소오스돌출부(70)를 전기

적으로 접속시킨다. 여기서, 연결부(74)가 i+1번째 게이트라인(GLi+1)에 중첩되게 형성되면 낮은 저항을 가지는 게

이트돌출부(72)의 길이를 최대한 길게 설정할 수 있고, 이에 따라 라인저항을 감소시킬 수 있다.

한편, 라인들이 도 6과 같이 4Mask로 형성되는 경우 도 8b와 같은 단면을 갖는다. 즉, 소스전극(136)과 반도체층(14

0,146)이 동일 마스크로 형성되기 때문에 소오스돌출부(70)와 절연막(132) 사에에는 반도체층(140,146)이 위치된다

. 그외의 구성은 도 8a와 동일하므로 상세한 설명은 생략하기로 한다.

도 9는 제 1스위칭부(14)에 포함된 제 1박막트랜지스터(TFT1)의 소오스단자와 다른 수평라인에 형성된 게이트전극

(GL)의 접속과정을 나타내는 다른 실시예이다.

도 9를 참조하면, i번째 수평라인에 형성된 제 1박막 트랜지스터(TFT1)의 소오스단자는 적어도 하나 이상의 게이트

라인(GLi, GLi+1)을 경유하여(전기적으로 절연) 다른 수평라인에 형성된 게이트라인(GLi+2)과 접속된다. 여기서, 

제 1박막 트랜지스터(TFT1)의 소오스단자에서는 다른 수평라인에 형성된 게이트라인(GLi+2)과 전기적으로 접속되

기 위하여 소오스돌출부(80)가 신장된다. 그리고, 소오스돌출부(80)와 전기적으로 접속되는 게이트라인(GLi+2)에서

는 소오스돌출부(80)와 접속되는 게이트돌출부(82)가 신장된다.

게이트라인(GL)들 및 게이트돌출부(82)는 게이트전극(106,134)과 동시에 형성된다. 따라서, 게이트라인들(GL) 및 

게이트돌출부(82)는 낮은 저항을 가지는 AlNd로 형성된다. 그리고, 제 1박막 트랜지스터(TFT1)의 소오스단자에 접

속된 소오스돌출부(80)는 게이트라인(GL)보다 높은 저항을 가지는 Cr 또는 Mo으로 형성된다.

도 10a는 도 5와 같이 라인들이 5Mask로 형성되는 경우의 단면도를 나타낸다.

도 9 및 도 10a에서 i번째 수평라인에 위치된 제 1박막 트랜지스터(TFT1)의 소오스단자로부터 신장된 소오스돌출부

(80) 및 i+2번째 게이트라인(GL)으로부터 신장된 게이트돌출부(82)는 연결부(84)에 의하여 전기적으로 접속된다. 
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여기서, 연결부(84)는 게이트돌출부(82)의 길이가 길게 설정될 수 있도록 i+1번째 게이트라인(GLi+1)에 인접되도록

위치된다. 이와 같이 낮은 저항을 가지는 게이트돌출부(82)의 길이가 길게 설정되면 라인저항을 최소화할 수 있다.(한

편, 연결부의 위치는 i+2번째 수평라인 내에서 자유롭게 설정될 수 있다.)

한편, 연결부(84)는 화소전극(120)과 동시에 형성됨과 아울러 소오스돌출부(80)상에 전기적으로 접촉되도록 형성된

다. 그리고, 연결부(84)는 접촉홀(86)을 통하여 게이트돌출부(82)에 접속된다.

한편, 라인들이 도 6과 같이 4Mask로 형성되는 경우 도 10b와 같은 단면을 갖는다. 즉, 소스전극(136)과 반도체층(1

40,146)이 동일 마스크로 형성되기 때문에 소오스돌출부(80)와 절연막(132) 사에에는 반도체층(140,146)이 위치된

다. 그외의 구성은 도 8a와 동일하므로 상세한 설명은 생략하기로 한다.

발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정표시장치에 의하면 특정 수평라인에 위치된 박막 트랜지스터로부터 소오스돌

출부를 신장하고, 다른 수평라인에 위치된 게이트라인으로부터 게이트돌출부를 신장하여 상기 소오스돌출부와 전기

적으로 접속함으로써 특정 수평라인에 위치된 박막 트랜지스터의 소오스단자로 다른 수평라인에 공급되는 게이트신

호를 공급할 수 있다. 아울러, 라인 저항이 낮은 게이트돌출부를 최대한 신장하여 형성함으로써 전체 라인저항을 최

소화할 수 있다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능

함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아

니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
게이트라인들 및 데이터라인들의 교차부마다 형성되는 액정셀들과;

상기 액정셀들을 구동하기 위하여 상기 액정셀들 각각에 형성되는 적어도 하나 이상의 박막트랜지스터들과;

i(i는 자연수)번째 수평라인에 형성됨과 아울러 상기 액정셀들 각각에 형성된 상기 박막트랜지스터들 중 어느 하나로

부터 신장되고, 적어도 하나 이상의 게이트라인을 경유하여 상기 i번째 수평라인 이외의 다른 수평라인을 이루는 게

이트라인과 접속되는 소오스돌출부와;

상기 소오스돌출부와 접속되기 위하여 상기 다른 수평라인을 이루는 게이트라인으로부터 신장되도록 형성되는 게이

트돌출부를 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 2.
제 1항에 있어서,

상기 소오스돌출부는 상기 박막트랜지스터들의 소오스전극 및 드레인전극과 동일 물질로 형성되는 것을 특징으로 하

는 액정표시장치.

청구항 3.
제 2항에 있어서,

상기 소오스돌출부는 Cr 또는 Mo으로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 4.
제 1항에 있어서,

상기 게이트돌출부는 상기 박막트랜지스터들의 게이트전극과 동일 물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장

치.

청구항 5.
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제 4항에 있어서,

상기 게이트돌출부는 AlNd로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 6.
제 1항에 있어서,

상기 게이트돌출부는 i+2번째 수평라인을 이루는 게이트라인으로부터 신장되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 7.
제 6항에 있어서,

상기 게이트돌출부 및 소오스돌출부를 전기적으로 접속시키기 위한 연결부를 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시

장치.

청구항 8.
제 7항에 있어서,

상기 연결부는 상기 게이트돌출부의 길이가 최대한 신장될 수 있도록 i+1번째 수평라인을 이루는 게이트라인과 중첩

되도록 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 9.
제 7항에 있어서,

상기 연결부는 i+2번째 수평라인에 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 10.
제 9항에 있어서,

상기 연결부는 상기 게이트돌출부의 길이가 최대한 신장될 수 있도록 i+1번째 수평라인을 이루는 게이트라인과 인접

되도록 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 11.
제 7항에 있어서,

상기 연결부는 상기 액정셀에 형성된 화소전극과 동일물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 12.
제 11항에 있어서,

상기 연결부는 인듐-틴-옥사이드(Indium-Tin-Oxide : ITO), 인듐-징크-옥사이드(Indium-Zinc-Oxide : IZO) 및 

인듐-틴-징크-옥사이드(Indium-Tin-Zinc-Oxide : ITZO) 중 어느 하나로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장

치.

청구항 13.
제 11항에 있어서,

상기 연결부는 상기 소오스돌출부상에 상기 소오스돌출부와 접속되도록 형성되고, 상기 게이트돌출부는 접촉홀을 통

하여 상기 연결부와 접속되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

도면
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摘要(译)

本发明涉及一种液晶显示器，该液晶显示器通过减少数据线的数量而穿
过至少一条栅极线，并且当源电极连接到另一条栅极线时使线电阻最小
化。本发明的液晶显示器配备有在数据线和栅极线交叉处形成的液晶单
元，至少一个薄膜晶体管，其分别与液晶单元形成至少一个薄膜晶体
管，驱动液体晶体单元：源极突出部分：通过至少一条栅极线连接到包
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